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ABSTRACT: 

CHG DATE=20001 1 16 STATUS=0>Whilst introducing the reaction gas or reaction 
gas mixture at least a number of regions (85) of the chamber walls (80) and/or 
the gas dispersing device (40) are rinsed with a rinsing gas above the surface 
(50) of the substrate (20) so that deposition of reaction gases or their 
subsequent products is reduced. An Independent claim is also included for a 
CVD reactor comprising a number of rinsing gas nozzles (75) to introduce 
rinsing gas into the process chamber in the region of the chamber walls, the 
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nozzles being directed so that a number of regions of the chamber walls and/or 
the gas dispersing device lie beneath the introduction of rinsing gas. 
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(5) Verfahren zur Verminderung von Ablagerungen in einem CVD-Reaktor sowie ein zur Durchfuhrung eines 
solchen Verfahrens geeigneter CVD-Reaktor 

@ Es wird ein Verfahren zur Verminderung von Ablage- 
rungen in einem CVD-Reaktor vorgeschlagen, der eine 
Prozefikammer 10 mit Kammerwanden 80, eine Gasdi- 
spersionseinrichtung 40 sowie einen Trager 25 zum Hat- 
ten eines Substrats 20 umfaBt. Wahrend des Einleitens 
von Reaktionsgasen mit Hilfe der Gasdispersionseinrich- 
tung 40 warden die Kammerwande 80 oder die Gasdi- 
spersionseinrichtung 40 mit einem Spulgas gespult. Da- 
durch werden die Reaktionsgase oder deren Folgepro- 
dukte von den Kammerwanden 80 und der Gasdispersi- 
onseinrichtung 40 femgehalten, so daS sich dort keine 
ProzeSruckstande anlagern konnen. 
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Beschreibung spersionseinrichtung. Dies wind durch eine verteilte Zufuhr 

von Spulgas auf die betreffeoden Oberflacben erreicht Da 

Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Halbleitertechno- verbrauchte Reaktionsgase in der Regel im untercn Bereich 

logie und betrifft ein Verf ahren zur Vermindening von Abla- der ProzeBkammer abgesaugt werden f ist insbesondere ein 

gerungen in einem CVD-Reaktor mil ciner ProzeBkammer, 5 Spulen der Kamraerwande im oberen Bereich der ProzeB- 

die Kammerwande, eine Gasdispersionseiniichtung zum kammer empfehlenswert Dadurch konnen sich doit keine 

Einieiten eines Reaktionsgases oder eines Reaktionsgasge- ProzeBruckstande, d. h. Reaktionsgase oder deren Fblgepro- 

misches in die ProzeBkammer und einen Trager zum Halten dukte, an lag cm und zu ciner Partikelbildung beitragen. Die 

eines zu prozessierenden Substrals aufweist gespiilten Bereiche sollten sich daher gunstigerweise ober- 

Bei der Herstellung von Halbleiterbauelementen werden 10 halb der zu prozessierenden Oberflache des Substrats befin- 
zum Aufbringen von dunnen und konformen Schichten auf den, dL h. von diesen Bereichen aus ist die Oberflache des 

Halbleiterstrukturen CVI> Verfahren (chemical vapor depo- Substrats sichtbar. Dazu zahlen auch verdeckte Bereiche, 

sition) eingesetzt Diese Verfahren weisen eine Reihe von beispiels wei se Kammerwandbereicbe hinter der Gasdisper- 

Vorteilen gegenuber anderen Abscheideverfahren auf. Mit sionseinrichtung, so daB prinzipiell alle oberhalb der zu pn> 

CVD-Verfahren hergestellte Schichten weisen linter ande- is zessierenden Substratobcrflacbe licgenden Bereiche dem 

rem eine gute Kantenbedeckung auf. AuBerdem sind derar- Spulen zuganglich sind. Das Spulen der Kammerwande im 

tige Schichten relativ dicbt, d. h. sie werden ohne Hohl- unteren Bereich der ProzeBkammer, d. b. unterhalb des zu 

raume und mil our wenigen Fehlstellen ausgebildeL ProzeB- prozessierenden Substrats, ist ebenfalls empfehlenswert, da 

technisch giinstig sind die schnelle Prozessierung, die gute auch von dort durch Luftverwirbelungen Partikel auf die 

Stochiometriekontrolle sowie ein Low-cost-of-ownership 20 Oberflache des Substrats geworfen werden konnen. 

vieler CVD-Veifahren. Daher werden derartige CVD-\fer- Empfehlenswert ist weiterhin, die Kammerwande in Ab- 

fahren unter anderem zur Herstellung von Halbleiterbaustei- hangigkeit vom Belastungsgrad mit Ablagerungen zu spu- 

nen eingesetzt, insbesondere zur Abscheidung relativ dun- ien. So ist beispielsweise an schwach oder nicht ver- 

ner Kondensatordielektrika. schmutzten Bereichen ein Spulen nicht notwendig, hinge- 

Ein CVD-Reaktor mit den cingangs genannten Merkma- 25 gen sollte ein starkeres Spulen in Bereichen hoherer Bcla- 

len ist beispielsweise in der US 5,624,499 offenbart Der stung erfolgen. 

dortige CVD-Reaktor umfafit eine ProzeBkammer, in der im Neben der Verhinderung der Partikelbildung weist das er- 

obcren Bereich ein sogenannter Showcrhead angeordnet isL findungsgemaBe Verfahren einen weitcren Vortcil auf. Bei 

Dieser dient zum gleichmaBigen Verteilen von Reaktionsga- CVD-Prozessen werden ublicherweise mehrere Reaktions- 

sen innerhalb der ProzeBkammer. Gegenuber dem Shower- 30 gase als Reaktionsgasgemisch in die ProzeBkammer einge- 

head im unteren Bereich der ProzeBkammer ist ein Substrat- leitet und dort beispielsweise in einer oxidierenden Atmo- 

trager vorgesehen. Auf diesem wird ein zu prozessierendes sphare verbrannt Dabei konnen neben den gewunschten 

Halbleitersubstrat (Wafer) aufgelegt und mittels einer im Endprodukten eine Reihe vod Zwischen- und Nebenproduk- 

Substrattrager vorgesehenen Vacuumansaugung fixiert. ten entstehen, die sich ebenfalls an den Karnmerwanden 

Weiterhin sind im Substrattrager Spulkanale vorgesehen, 35 bzw. an der Gasdispersionscinrichtung nicdcrschlagen kon- 

durch die Spulgas bis zum Rand des Substrats gefuhrt wird nen. Dadurch entstehen chemisch undefinierte Oberflacben, 

Diese MaBnahme dient dazu, Reaktionsgase von den Ran- an denen unterschiedliche Absorptions- und Desorptions- 

dern sowie von der Riickseite des Substrats zu entfemen. prozesse stattfinden, welche zu ProzeBinstabilitaten fuhren 

Gleichzei tig wird durch die Spulgase das Ansaugen von Re- konnen. Aufgrund des ublicherweise stark veraunderten Ar- 

aktionsgasen durch die Vacuumansaugung unterbunden, so 40 beitsdrucks und der darnit deutlich erhohten freien Weg- 

daB sich in dieser keine Reaktionsgase niederschlagen kon- lange der Gasmolekule wirken sich die ProzeBinstabilitaten 

nen, Obwohl sich am Rand des Substrats eine Spulgaswalze an den Karnmerwanden unter Umstanden auch unmitteibar 

als Schutzwall urn das Substrat herum aufbaut, wird eine auf die Abscheidungsprozesse auf dem Substrat aus. 

Verunreinigung des Substrats durch von den Kammerwan- Durch Anwendung des erfindungsgemaBen Verfahrens 

den abfallendc Partikel nicht in ausreichendem MaBe unter- 45 lassen sich solche Instabilitaten vermeiden, da das Entste- 

driickt. Derartige Partikel sind beispielsweise Folge von Re- hen chemisch undefinierter Oberflachen in der ProzeBkam- 

aktionsgasablagerungen an den Karnmerwanden. Sofem mer weitestgehend ausgeschlossen wird. Deswegen fuhrt 

diese nicht in ausreichendem MaBe entfernt bzw. dercn Bil- dieses Verfahren gerade auch bei empfindlichen CVD-Reak- 

dung unterdruckt wird, kann es zu Partikeleinbruchen in tionen, beispielsweise bei der Abscheidung von Metalloxi- 

dem CVD-Reaktor kommen, in deren Folge das Substrat 50 den, hervorragend zur ProzeBstabilisierung. Metallaxid- 

verunreinigt wird. schichten werden insbesondere bei der Herstellung von 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren sowie hochintegrierten Speicherbausteinen als Kondensatordi- 

eine Vorrichtung anzugeben, mit deren Hiife eine Verunrei- elektrikum mit hoher Dielektrizitatskonslante bzw. mit fer- 

nigung des zu prozessierenden Substrats in ausreichendem roelektrischen Eigenschaften verwendeL Hochcheleku-ika 

MaBe verhindert wird. 55 sind beispielsweise Barium-Strontium-Titanal (BST) und 

Der erste Teil dieser Aufgabe wird durch ein Verfahren Tantaloxid (Ta^s). Ferroelektrische Metalloxide sind bei- 

der eingangs genannten Art erfmdungsgemaB dadurch ge- spielsweise Strontium-Bismut-Tantalat (SBT) sowie Blei- 

lost, daB zumindest wahrend des Einleitens des Reaktions- Zirkon-Titanat (PZT). Auch bei der HersteUung von supra- 

gases oder des Reaktionsgasgemisches wenigstens einige leitenden Oxiden, wie z. B. YBaaCujOj, fuhrt die Anwen- 

der Bereiche der Kammerwande und/oder der Gasdispersi- 60 dung des erfindungsgemaBen Verfahrens zu besseren Pro- 

onseinrichtung mil einem Spulgas gespiilt werden, die sich zcBergebnisscn. 

oberhalb der zu prozessierenden Oberflache des Substrats Bei Anwendung des erfindungsgemaBen Verfahrens ver- 

befinden, so daB in diesen Bereichen eine Abscheidung von ringert sich der Wartungsaufwand fur die CVD-Reaktoren, 

Reaktionsgasen oder deren l ; olgeprodukten vermindert deren Staridzeitdamilgleichzeitig verlangert wird. Dadurch 

65 das kontinuierliche Spulen der Kammerwande auch ein Rei- 

Ziel des erfindungsgemaBen Verfahrens ist zumindest die nigen schwer zuganglicher Bereiche moglich ist, werden 

Verminderung, hcvor/ngl die Verhinderung, von Reaktions- evcntucll anfallcndc Wartungsarbeiten crlcichtert. 

gasriicksianden an den Karnmerwanden bzw. an der Gasdi- Bcsonders vorleilhaft ist das Spulen der Kammerwande 
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und/oder der Gasdispersioriseinrichtung durch weitgehend 
gleichmaBiges Vcrteilen des Spuigases auf den Kammer- 
wanden bzw. auf der Gasdispersionseiorichtung. Hierdurch 
werden beispielsweisc Verwirbelungen vermieden. 

Bevorzugt wird ein weoig reaktivcs oder inertes Spulgas 
verwendet Ein solches bevorzugtes Spulgas ist beispiels- 
weisc Stickstoffgas (N2) oder Argon (Ar). Gunstig ist wei- 
terhin, daB Spulgas in Form eines im wesentlichen lamina- 
ren Stroms uber die Kammerwande bzw. die Gasdispersi- 
onseinrichtung zu leiten. Laminare Strorne vermindem ei- 
nerseits die Gefahr einer Wirbeibildung, andererseits ist 
durch diese ein effektiver Abtransport der Reaktionsgase 
und deren Folgeprodukte von den Kammerwanden bzw. der 
Gasdispersionseinrichtung mogtich. Bevorzugt sollte die 
Zufuhr des Spuigases so eingestellt sein, daB in unmittelba- 
rer Nahe der freizubaltenden Oberflachen ein UberschuB an 
Spiilgasen vorherrscht, der infolge standiger Zufuhr von 
neuem Spulgas Reaktionsgase oder deren Folgeprodukte 
von diesen Oberflachen fernhalt 

Der zweite Teil der Erfindung wird durch einen CVD-Re- 
aktor mit einer ProzeBkammer, die Kammerwande, eine 
Gasdispersionseinrichtung zum Einleiten eines Reaktions- 
gases oder eines Reaktionsgasgemisches in die ProzeBkam- 
mer und einen Trager zum Halten eines zu prozessierenden 
Substrats aufweist, erfindungsgcmaB dadurcb gelost, daB im 
Bereicb der Kammerwande eine Vielzahl von Spulgasdusen 
zum Einleiten eines Spuigases in die ProzeBkammer ange- 
ordnet ist, wobei die Spulgasdusen so ausgerichtet sind, daB 
zumindest einige der Bereiche der Kammerwande und/oder 
der Gasdispersionseinrichtung, die sich oberhalb der zu pro- 
zessierenden Oberflache des Substrats befinden, einer Zu- 
fuhr von Spulgas unterliegen. 

Bei diesem CVD-Reaktor kann durch die Spulgasdusen, 
die sich im Bereich bzw. in der Nahe der Kammerwande be- 
finden, ein Spulgas zum Spiilen der Kammerwande in die 
ProzeBkammer eingeleitet werden. Dadurch werden die 
Kammerwande insbesondere wahrend der eigentlichen 
CVD-Abscheidung, d. h. wahrend des Einleitens der Reak- 
tionsgase, standig mit sauberem Spulgas gespult, so daB an 
den betroffenen Kammerwanden eine Ablagerung von Re- 
aktionsgase n weitestgehend ausgeschlossen wird. 

Bevorzugt sind die Spulgasdusen in den Kammerwanden 
angeordnet. Dabei kann die Abstrahlrichtung der Spulgas- 
dusen etwa senkrecht oder abwarts geneigt bezuglich der 
Kammerwande ausgerichtet sein. Im cinfacbsten Fall wei- 
sen die Kammerwande eine Vielzahl von Offnungen auf, 
durch die hindurch Spulgas tritt Sofera die OShungen in 
den Kammerwanden abwarts geneigt sind, wird in varteil- 
hafterweise ein abwarts gerichteter laminare? Strom ange- 
trieben, der besonders effektiv die Reaktionsgase von den 
Kammerwanden entfeml halt AuBerdem kann dann auf das 
Anbriogen von Spulgasdusen im unteren Bereicb der Kam- 
merwande verzichtet werden, da der laminare Spulstrom 
von oben kommend auch die unteren Kammerwandbereiche 
uberstreicht 

Gunstig ist weiterhin, die Spulgasdusen gleichmaBig in 
den Kammerwanden bzw. in Abhangigkeit vom Belastungs- 
grad mit ProzeBruckstanden verteilt anzuordnen. Insbeson- 
dere beim Anordnen der Spulgasdusen in Abhangigkeit vom 
Belastungsgrad wird die Ablagerung von PfozeBgasen spiil- 
gassparcnd und effektiv vermieden. 

Eine weitere vorteilhafte Ausfuhrungsform des erfin- 
dungsgemaBen CVD-Reaktors ist dadurch gekennzeichnet, 
daB die Spulgasdusen im oberen Bereich der Kammer- 
wande, der sich oberhalb eines im CVD-Reaktor befindli- 
cben und zu prozessierenden Substrats erstreckt, angeordnet 
sind, und die Abstrahlrichtung der Spulgasdusen etwa paral- 
lel zu den Kammerwanden ausgerichtet ist. 
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Weiterhin wird bevorzugt, die Spulgasdusen in einem 
Ring entlang der Kammerwande zusammenzufassen. Dieser 
Ring kann beispielsweisc Offnungen in unterschiedliche 
Richtungen aufweisen, so daB einerseits die senkrechten 
5 Kammerwande mit parallel zu diesen ausgerichteten Spul- 
dusen bespult werden sowie auch oberhalb des Rings ange- 
ordnete Kammerwande dem Spulgas zuganglich sind. 

Eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsfarm zeichnet sich 
dadurch aus, daB an der Gasdispersionseinrichtung zwi- 
10 schen den GaseinlaBdusen Spiilgasdusen zum Einleiten ei- 
nes Spuigases angeordnet sind. 

Bei diesem CVD-Reaktor weist die Gasdispersionsein- 
richtung zwischen den GaseinlaBdusen, die zum Einleiten 
des Reaktionsgases vorgesehen sind, jeweils eine oder meh- 
15 rere Spulgasdusen auf. Das durch diese Spulgasdusen stro- 
mende Spulgas verteilt sich gleichmaBig uber die Oberfla- 
che der Gasdispersionseinrichtung, d. h. im wesentlichen 
uber die untere Seite der Gasdispersionseinrichtung, die 
dem zu prozessierenden Substrat gegenuberliegt und die 
20 GaseinlaBdusen tragt, und verhindert dort das Ablagern von 
Reaktionsgasen. Dadurch wird gleichzeitig ein Vferstopfen 
der GaseinlaBdusen unterbunden. 

Bevorzugt ennoglichen die Spulgasdusen eine etwa 
gleichmaBige Verteilung des Spuigases tiber die Oberflache 
25 der Gasdispersionseinrichtung. Dies kann cincrscits durch 
geeignete Dusenformen, beispielsweise durch nach auBen 
bin sich konisch ofthende Diisen, erreicht werden. 

Eine bevorzugte Ausfuhrungsfarm des CVD-Reaktors ist 
weiterhin dadurch gekennzeichnet, daB im Randbereich der 
30 Gasdispersionseinrichtung ein Ring angeordnet ist, in dem 
eine Vielzahl von Spulgasdusen zum Einleiten eines Spuiga- 
ses vorgesehen ist, wobei die Abstrahlrichtung dieser Spul- 
gasdusen etwa parallel zu den Kammerwanden der ProzeB- 
kammer verlauft oder auf die Kammerwande gerichtet ist 
35 Der um die Gasdispersionseinrichtung hcrumgefuhrtc 
Ring ist mit einer Vielzahl von Spulgasdusen verseben, 
durch die die Kammerwande mit einem Spulgas angeblasen 
werden konncn. Der Ring kann entweder fest mit der Gasdi- 
spersionseinrichtung verbunden oder von ihr getrennt und 
40 separat in der ProzeBkammer fixiert sein. 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausfuh- 
rungsbeispiels erlautert und in Figuren scbematisch darge- 
stellt. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Ubersicht uber einen erfindungsgemaBen 
45 CVD-Reaktor, 

Fig. 2 bis 4 verschiedene Ausfuhrungsbeispiele von Spiil- 
gasdusen in den Kammerwanden, 

Fig. 5 cine Gasdispersionseinrichtung mit intcgrierten 
Spulgasdusen und 
50 Fig. 6 eine Gasdispersionseinrichtung mit integriertem 
Spulring in DraufsichL 

Zunachst soil die Funktionsweise eines CVD-Reaktors 
am Beispiel einer SBT-Abscheidung erlautert werden. Dazu 
wird auf Fig. 1 verwiesen. Der dort dargesteUte CVD-Reak- 
55 tor 5 umfaBt eine ProzeBkammer 10, in die uber einen 
Schleusenbereich 15 ein Substrat 20 eingebracht werden 
kann. Das eingebrachte Subsu-at 20, beispielsweise eine Si- 
liziumscheibe, liegt in der ProzeBkammer 10 auf einem Tra- 
ger 25 und wird auf diesen beispielsweise durch Unterdruck 
60 festgesaugL Unterhalb des Tragers 25 befindet sich eine 
Heizung 30 zum Tempcrieren des Tragers 25 und des Sub- 
strats 20. Bei der hier vorliegenden Ausfuhrungsform wird 
eine elektrische Heizung 30 mit Anscblussen 35 verwendet. 
Gegeniiber dem Trager 25 ist im oberen Bereich der ProzeB- 
65 kammer 10 eine Gasdispersionseinrichtung 40 angeordnet 
Diese dient einerseits zum Vermi schen von Reaktionsgasen 
mit oxidierenden Gasen sowie andererseits zum gleichmaBi- 
gen Verteilen des cntstandencn Reakuonsgasgemisches in- 
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nerhalb der ProzeBkammer 10 und insbesondere in der Nahe 
des Substrats 20. 

Die Gasdispersionseinricbtuog 40 weist zwei EinlaBoff- 
oupgen auf. Durch die erste EirUaBoffnung 45 wild das so- 
genannte Precursorgas der Gasdispersionscinrichtung 40 zu- 
gefuhrt Das Precursorgas enthalt bei einer SBT-Abschei- 
dung fliichtige Strontium-, Bismut- und Tantalkomplexe, die 
bevorzugt p-Diketooate entbalten. Damil dieses Gemisch 
gasfbrmig vorliegt, muB es zunachst verdampft werden. 
Dazu sind die zunachst fest vorliegenden Komplexe in ei- 
nem geeigneten Losungsmittel, beispielsweise in Oktan und 
Dekan, geldst und werden in einem sogenannten Rashver- 
dampfer einer Verdampfung unterzogen und mit einem Tra- 
gergas (Ar) versetzL Das entstandene gasfbrmige Gemisch 
gelangt nachfolgend zur Gasdispersionseinrichtung 40. In 
dieser wild das Gemisch mit einem Oxidationsgas aus Ar- 
gon und SauerstofF versetzL Sauerstoff wird zum Verbren- 
nen der Komplexe benotigt, damit sich auf der Oberflacbe 
50 des Substrats 20 cine Metallaxidschicht bilden kann. 

Das Vermischen der gasformigen Komplexe mit dem 
Oxidationsgas findet innerhalb der Gasdispersionseinrich- 
tung 40 im Bereich der Vermischu ngszone 55 statt, die sich 
seitlich von sogenannten Trennplatten 60 be fin den. Unter- 
halb der Vermischungszone 55 Hegen die GaseinlaBdusen 
65, durch die hindurch das entstandene Reaktionsgasge- 
misch in die ProzeBkammer 10 gelangt 

Seitlich der Gasdispersionseinrichtung 40 befindet sich 
im oberen Bereich der ProzeBkammer 10 cin umlaufcndcr 
Ring 70, der mit einer Vielzahl von Spulgasdusen 75 verse- 
hen ist Durch diese hindurch wird ein inert es Spulgas, bei- 
spielsweise Stickstoff, in die ProzeBkammer 10 eingeleitet, 
wobei die Spulgasdusen 75 so ausgerichtet sind, daB sie die 
Kammerwande 80 der ProzeBkammer 10 anblasen. Dadurch 
wird von den Kammerwanden 80 das in die ProzeBkammer 
10 eingeleitete Reaktionsgasgemisch fcmgehalten, so das 
sich dort keine ProzeBruckstande ablagem konnen. Im we- 
sentlichen werden die oberhalb des Substrats 20 liegenden 
Bereiche 85 der Kammerwande 80 mit Spulgas versorgt. 
Das sind hauptsachiich die Bereiche, von denen aus die 
Oberflacbe 50 des Substrats 20 gesehen werden kann, bzw. 
die sich oberhalb des Substrats 20 befinden. Da der allge- 
meine Gasstrom innerhalb der ProzeBkammer 10 von oben 
nach unten gerichtet ist, ist das Anblasen dieser Bereiche 85 
ausreichend, um die Gefahr einer Verunreinigung der Ober- 
flacbe 50 des Substrats 20 auszuschliefien. Zusatzlich zu 
dem iiber den Ring 70 eingeleiteten Spulgas wird auch Spul- 
gas durcb Offnungen 90 unterhalb des Tragers 25 sowie Off- 
nungen 95 im Bereich des Schlcusenbereichs 15 cingclcitct. 

Bei Abscheidung einer SBT-Schicht muB das Substrat 20 
auf Tempera turen zwischen 250°C und 650°C erwarmt wer- 
den. Demgegenuber liegt die Temperatur der Kammer- 
wande 80 sowie der Gasdispersionseinrichtung 40 bei einer 
Temperatur von etwa 200°C. Um auf diesen relativ kalten 
Oberflachen eine undefinierte Abscheidung zu verhindem 
wird konunuierlich wahrend des Einleitens des Reaktions- 
gasgemiscbes Spulgas auf die betreffenden Oberflachen ge- 
blasen. Durch Absaugrohre 100 mit groBem Querschnitt, die 
im unteren Bereich der ProzeBkammer 10 mit dieser in Ver- 
bindung stehen, werden die verbrauchten ProzeBgase sowie 
die an den Kammerwanden abfallenden Spulgase abge- 
saugt Die in der Gasdispersionseinrichtung 40 integrierten 
Spulgasdusen 75 werden im Detail in spateren Figuien er- 
klart. 

Im folgenden werden verschiedene Ausfuhrungsrormen 
der Spulgasdusen sowie deren Anordnung in den Kammer- 
wanden erklart. In Fig. 2 ist ein Ausschnitt einer Kammcr- 
wand 80 im obcrcn Bereich cincr ProzeBkammer dargestcllL 
Die Kamrnerwand 80 ist mit einer Vielzahl von Spulgasdu- 



sen 75 versehen, deren Abstrahlrichtung 105 senkrecht zu 
der Kamrnerwand 80 ausgerichtet ist. Die Kamrnerwand 80 
ist durcb einen Mantel 110 umhullt, der zur Zufuhrung des 
Spulgases dient Dazu befinden sich am Mantel U0 geeig- 
5 neteRohrieitungenllS. 

In Fig. 3 sind schrag zur Kamrnerwand 80 ausgerichtete 
Spulgasdusen dargestellt. Deren Abstrablrichtung 105 ist 
nach unten gerichtet, so daB das eingeleitete Spulgas von 
An fang an einen nach unten gerichtet en laminaren Gasstrom 

10 bildeL Bevorzugt sind die Spulgasdusen 75 in einem regel- 
maBigen Muster in der Kamrnerwand angeordnet Dies ist in 
dem in Fig. 4 dargestellten Kammerwandausschnitt gezeigt 
Die Anordnung der Spulgasdusen 75 in der Gasdispersi- 
onseinrichtung 40 ist in Fig. 5 dargestellt Im unteren Be- 
ts reich der Gasdispersionseinrichtung 40 befinden sich zwi- 
schen den GaseinlaBdusen 65 die Spulgasdusen 75. Diese 
sind in einem Rachkammersystem 120 untergebracht, das 
eine seitliche EinlaBofFnung 125 zur Zufuhrung des Spulga- 
ses aufweist Das Rachkammersystem 120 wird von vielen 

20 Kanalen 130 durchsetzt, die eine Verbindung zwischen dem 
Innenraum 135 der Gasdispersionseinrichtung 40 und der 
ProzeBkammer 10 herstellen, jedoch gegeniiber dem Rach- 
kammersystem 120 abgedichtet sind Diese Kanale 130 ge- 
hen in ihrem, der ProzeBkammer 10 zugewandten Ende in 

25 die GaseinlaBdusen 65 fiber. Zwischen jeweils einer Gasein- 
laBduse 65 befindet sich eine Spiilgasduse 75, die durch eine 
einfache, zur ProzeBkammer 10 gewandten Ofimung im 
Rachkammersystem 120 gebildet wird. Das aus den Spul- 
gasdusen 75 stromende Spulgas verteilt sich zunachst relativ 

30 gleichmaBig uber die Oberflache 140 der Gasdispersionsein- 
richtung 40. Im Bereich der GaseinlaBdusen 65 wird es nun 
mit dem einstromendem Reaktionsgasgemisch fortgespult 
Damit wird ein Uberstreichen der Oberflache 140 mit Reak- 
tionsgasen vermieden. 

35 Die zweidimensionale Anordnung der Spulgasdusen so- 
wie der GaseinlaBdusen ist in Fig. 6 dargestellt Bride Du- 
senarten sind in einem gleichen, jedoch gegeneinander ver- 
setzten Muster angeordneL In Draufsicht auf die Gasdisper- 
sionseinrichtung 40 ist in ihrem Randbereich 145 weiterhin 

40 ein die Gasdispersionseinrichtung 40 umlaufender Ring 70 
mit integrierten Spulgasdusen 75 zu erkennen. Diese dienen 
zum Anblasen der Kammerwande und zur Bildung eines 
gleichmaBigen und laminaren Stromes entlang der Kammer- 
wande. Sofern diese Spulgasdusen 75 in ausreichendem 

45 MaBe um die Gasdispersionseinrichtung 40 verteilt sind und 
ein gleichmaBiges Bespulen der Kammerwande erreicht 
wird, kann auf die Spulgasdusen in den Kammerwanden 
vcrzichtet werden. Der Randbereich 145 erstreckt sich im 
wesentlichen seitlich der Gasdispersionseinrichtung 40 bis 

50 zu den Kammerwanden 80 der ProzeBkammer 10, so daB 
auch der in Fig. 1 dargestellte Ring 70 im Randbereich 145 
der Gasdispersionseinrichtung 40 liegt 
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Bezugszeichenliste 



5 CVD-Reaktor 
10 ProzeBkammer 
15 Schleusenbereich 
20 Substrat 
60 25Trager 
30 Hcizung 

35 Anschlusse der Heizung 
40 Gasdispersioriseinrichtung 
45 erste EinlaBofThung 
65 47 zweite EinlaBoffnung 
50 Oberflache des Substrats 
55 Venmschungszone 
60 Trennplatte 
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65 GaseinlaBdiisen 
70 Ring 

75 Spulgasdusen 

80 Kammerwande 

85 Bereicbe der Kammerwande 

90, 95 Ofifcungen 

100 Absaugrohre 

105 AbstrablricfatuDg 

110 Mantel 

115 Rohrieitungen 

120 Rachkammemsystem 

125 EinlaBofifnung 

130Kanale 

135 Tnnenraum 

140 Oberflache der GasdispcrsionseinrichUing 
145 Randbereich der Gasdispersionseinrichtung 

Paten lanspriicbe 
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1. Verfahren zur Verminderung von Ablagerungen in 
einem CVD-Reaktor mit einer ProzeBkammer (10), die 
Kammerwande (80), eine Gasdispersionseinrichtung 
(40) zum Einleiten eines Reaktionsgases oder eines Re- 
aktionsgasgemisches in die ProzeBkammer (10) und ei- 
nen TVager (25) zum Halten eines zu prozessierenden 
Substrats (20) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB 
zumindest wahrend des Einleitens des Reaktionsgases 
oder des Reaktionsgasgemisches wenigstens einige der 
Bereicbe (85) der Kammerwande (80) und/oder der 
Gasdispersionseinrichtung (40) mit einem Spulgas ge- 30 
spult werden, die sich oberhalb der zu prozessierenden 
Oberflache (50) des Substrats (20) befinden, so daB in 
diesen Bereichen (85) eine Abscheidung von Reakti- 
onsgasen oder deren Folgeprodukten vermindert wind. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das Spiilen der Kammerwande (80) und/oder 
der Gasdispersionseinrichtung (40) durch weitgehend 
gleichmaBiges Verteilen des Spiilgases auf den Kam- 
merwanden (80) bzw. auf der Gasdispersionseinrich- 
tung (40) erfolgt 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein wenig reaktives oder inertes Spulgas 
verwendet wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
net, daB S tickstoffgas (N2) oder Argon (Ar) als Spulgas 45 
verwendet wird. 

5. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Spulgas in Form ei- 
nes im wesentlicben laminaren Stroms iiber die Kam- 
merwande (80) bzw. die Gasdispersionseinrichtung 50 
(40) geleitet wird. 

6. CVD-Reaktor mit einer ProzeBkammer (10), die 
Kammerwande (80), eine Gasdispersionseinrichtung 
(40) zum Einleiten eines Reaktionsgases oder eines Re- 
aktionsgasgemisches in die ProzeBkammer (10) und ei- 
nen Trager (25) zum Halten eines zu prozessierenden 
Substrats (20) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daB 
im Bereich der Kammerwande (80) eine Vielzahl von 
Spulgasdusen (75) zum Einleiten eines Spiilgases in 
die ProzeBkammer (10) angeordnet ist, wobei die Spul- 
gasdusen (75) so ausgerichtet sind, daB zumindest ei- 
nige der Bereiche (85) der Kammerwande (80) und/ 
oder der Gasdispersionseinrichtung (40), die sich ober- 
halb der zu prozessierenden Oberflache (50) des Sub- 
strats (20) befinden, einer Zufuhr von Spulgas unterlie- 65 
gen.^ 

7. CVD-Reaktor nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Spulgasdusen (75) in den Kammcr- 
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wanden (80) angeordnet sind 

8. CVD-Reaktor nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Abstrahlrichtung (105) der Spulgas- 
dusen (75) etwa senkrecht oder abwarts geneigt bezug- 
lich der Kammerwande (80) ausgerichtet isL 

9. CVD-Reaktor nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die SpulgasdUsen (75) im oberen Bereich 
der Kammerwande (80), der sich oberhalb eines im 
CVD-Reaktor befindlichen und zu prozessierenden 
Substrats (20) erstreckt, angeordnet sind, und die Ab- 
strahlrichtung (105) der Spulgasdusen (75) etwa paral- 
lel zu den Kammerwande n (80) ausgerichtet ist 

10. CVD-Reaktor nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Spulgasdusen (75) in einem Ring (70) 
cntlang der Kammerwande (80) zusammengefafit sind. 

11. CVD-Reaktor nach einem der Anspriiche 6 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB an der Gasdispersions- 
einrichtung (40) zwischen den GaseinlaBdiisen (65) 
Spulgasdusen (75) zum Einleiten eines Spiilgases an- 
geordnet sind. 

12. CVD-Reaktor nach einem der Anspriiche 6 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB im Randbereich (145) der 
Gasdispersionseinrichtung (40) ein Ring (70) angeord- 
net ist, in dem eine Vielzahl von SpulgasdUsen (75) 
zum Einleiten eines Spiilgases vorgesehen ist, wobei 
die Abstrahlrichtung (105) dieser Spulgasdusen (75) 
etwa parallel zu den Kammerwanden (80) der ProzeB- 
kammer (10) verlauft oder auf die Kammerwande (80) 
gerichtet ist. 
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